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【はじめに】 GaInN 超格子構造は LED やレーザー・センサー等のアプリケーションで広く使用

される。また、そのバンドギャップエネルギーは太陽光スペクトルのほぼ全範囲に相当すること

から太陽電池材料としての応用が期待されている。これまでの報告で超格子構造の有用性は議論

してきたが、一方で最適な超格子構造を決定することは非常に重要である。これまでの報告で、

超格子構造のミスフィット転位導入の臨界膜厚の測定にその場X線回折法が有用であることを明

らかにしてきた 1,2)。本発表では、その手法を用いてバリア層の臨界膜厚を検討し、構造による臨

界膜厚の変化を検討した。 

【実験方法】 図 1に作製したサンプルの構造を示す。有機金属気相成長法により c面サファイア

基板上に低温バッファ層を介して成長したGaNテンプレート上に GaInN/GaN超格子を作製した。

ミスフィット転位が導入される臨界膜厚はその場観察X線回折法によりGaInN/GaN超格子からの

X 線回折スペクトルの半値幅が増大する点として算出した 1,2)。 

【結果】 図 2 に GaN バリア層の膜厚とミスフィット転位発生の臨界膜厚の関係を示す。

GaInN/GaN 超格子の臨界膜厚は、GaInN 層のみの膜厚および超格子の周期数で示してある。また

GaInN 層の膜厚は~2nmに固定して実験を行った。InNモル分率 20,25%ともに GaN バリア層の厚

膜化により若干の臨界膜厚の増加が見られた。 
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図 1 サンプル構造 

図 2 GaN バリア層の膜厚に対するミスフィット
転位の臨界膜厚 
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